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１．概要（Summary） 

Atomic Layer Deposition (ALD) は膜厚制御性、カ

バレッジ性が良いことが知られている。また、ALD は導入

ガスの基板への吸着を利用しているため、基板種の物性

の他、表面の影響を強く受けることが分かっている。今回、

Au膜をスパッタ成膜したガラス基板上に ALD法で SiO2

成膜し、所望の膜質が得られるか検証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

原子層体積装置 

 

【実験方法】 

基板はイソプロピルアルコール（IPA）で洗浄し、事前に

スパッタで Au 金属薄膜を成膜したガラス基板を使用した。

プロセス圧力は 40 Paになるよう流量を設定した。原料ガ

スとしては、SiO2成膜時は Bis(ethylmethylamino)sila

ne (BEMAS)を使用し、酸化は RFプラズマからの酸

素活性種により行った。基板温度は 150℃とし、膜厚

はガス供給サイクル数で調整した。 

（i） SiO2 10層狙い（20サイクル） 

（ii） SiO2 2層狙い（4サイクル） 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ALD後のサンプル外観写真をFig. 1に示す。膜厚が

薄いため外観では膜に関する情報は得られないが、プロ

セスによる基板の割れなど不具合無いことを確認した。 

 

 

 

 

Fig. 1 Pictures of sample after ALD 

また、自社にて SiO2膜の膜厚および組成を XPS で評

価し、所望の SiO2膜が形成されていることを確認した。 

さらに、作製した基板を自社の FT-IR にて分析したとこ

ろ、シラノール（Si-OH）に起因するピークが確認された。 
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